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Abstract of DE1 9848834 

The integrated circuit chip (1) and substrate (5) 
are interconnected by a sheet (4) of anisotropic, 
conductive adhesive and a pasty adhesive (3) 
deposited between the integrated circuit chip and 
substrate. Preferably the pasty adhesive is also 
of anisotropic, conductive type. The chip and 
substrate interconnection is carried out under 
heat and pressure. The adhesive sheet is applied 
to the substrate side prior to heat and pressure 
application, and the pasty adhesive for the chip 
side is applied onto the adhesive sheet, also prior 
to the heat and pressure treatment. Independent 
claims specify the semiconductor module. 
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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

@ Verfahren zum Montieren eines Flipchips und durch dieses Verfahren hergestellte Halbleiteranordnung 

(57) Das beschriebene Flipchip-Montageverfahren ermog- 
licht die Montage eines IC-Chips (1 ) an einem Substrat (5). 
Der IC-Chip (1) weist eine Oberflache auf, an der Elektro- 
den (2) ausgebildet sind, wobei der IC-Chip (1) derart an- 
geordnet ist, daft die Elektroden dem Substrat (5) gegen- 
uberliegen. Der IC-Chip <1) und das Substrat (5) werden 
durch Warmeeinwirkung miteinander verbunden, wobei 
ein aus anisotrop leitenden Klebmittel bestehendes Blatt 
(4) und pastenartiges Klebmittel (3) zwischen dem IC-Chip 
(1) und dem Substrat (5) angeordnet sind. 
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Die vorlicgende Hrlindung bc/.ichi sich auf ein Vcrfahrcn 
zum Monticrcn (Anbringen) eines IC-Chips an einem Sub- 
sirai, und auf cine gemaB dieseni Vcrfahrcn hergesiellie An- .s 
ordnung. Insbcsonderc beirilTi die vorlicgende Hrlindung 
ein Verfahren /.urn Moniiercn cincs Flipehips, und cine 
durch dieses Vcrfahrcn hergesiellie Halblciicranordnung. 

Bei einem ubliehen. herk« »mmlichen Vcrfahrcn zum Mon- 
iiercn cines Mipehips wird ein Blall 4 aus einem anisoiropen iu 
leilenden KlcbsiolToder ein Film aus cincm anisoiropen let- 
lenden KlebsiolT (ini folgcndcn riuch ais ACT bezcichnci), 
das bzw. dcr in Fig. 3 dargesiclli isl, oder ein pasienariiges, 
anisotropes leilendes KlebmiiicJ 9 (im folgcndcn aueh abge- 
kur/l als A CP bezcichnci ). das in Fig. 4 dargestelli isl, zwi- 15 
schen einem IC-Chip 1 und cincm Suhsirul 5 angeordnel. 
AnschlieBend werden dcr IC-Chip 1 und das Subsirai 5 elek- 
Irisch und mechanisch durch Wafmcdruekbonden (Verbin- 
den minds Wafmc und Druck) miicinander verbunden. 

Wie in Fig. 5 gezcigl ist. wird ferner cin VcrguBmalcriaJ 6 20 
da/.u bcnufzi. cinen IC-Chip 1 an cincm Subsirai 5 zu befe- 
sligcn. Dcr IC-Chip 1 weisi HleklrodenanschluBflachcn, die 
an dcr Oberflachc des IC-Chips ausgcbildel sind. und vor- 
slehende Hleklroden (TConlaklhiigel oder Bumps) 2 auf, die 
an den ElekirodcnanschluBflachen ausgcbildel sind. Das 25 
Subsirai 5 tragi ein melallisehes Muster, das an der Oberfla- 
chc des Substrals 5 ausgcbildel isl. Die eleklrische Verbin- 
dung zwischen dem IC-Chip und dem Subsirai wird dadurch 
erhaiten. daB cine cuieklische KrisiaJlisaiion zwischen den 
Vorspriingen 2 und dem auf dcr Oberflachc des Subsirals 5 M) 
befindlichen Mctall hervorgcrufen wird. Es isl anzumerken. 
daB ein aus anisoiropem leilenden KlebslorT (ACF) beste- 
hc-ndes Blall nichl nur als anisotrop iciiender Film, sondem 
in gleicher Wcise auch .als anisoiropes leilendes BJall be- 
zcichnci wird. J5 

Bei der herkommlichen Mclhodc wird, wie vorslehcnd 
erlauieri, ein aus anisotropem leilenden KlebsiolT (ACF) bc- 
stehendes Blalt oder cin anisotropes, paslenariigcs Klebmil- 
lel (ACP) jeweils als unabhiingige Komponenie eingesetzl. 
Hicrbei besteht jedoch die Moglichkcil. daB beispielsweise 4() 
cine schlechte Verbindung auftrilt, da der Film aus anisotro- 
pem leitenden KlebsiolT keine ausreiehende Verbindung in 
dem Bereich der Verbindungsoberflache besilzt, oder weil 
Blascn 7, die wahrend des Warmedruckbondens erzcugt 
worden sind, enilang der zu verbindenden Oberflache des 45 
IC-Chips vcrblcibcn, wie dies in Fig. 3 gezcigl isl. Fcmcr 
beslehl bei einem anisotropen leitenden pastenartigen Kleb- 
stoff die Moglichkeii, daB die elektrischen und mechani- 
schen Verbindungseigenschaflen des KlebstofTs nichl aus- 
reichend sind. Die herkommliche Methode entsprichl dem- 50 
zufolge einem Veriahren, das kein ausreichend hohes MaB 
an slabiler und zuverlassiger Verbindung gewahrleisteL 

Wenn eine mclallische cuieklische Reaklion zwischen 
den an dem IC-Chip befindlichen Kontakl vorspriingen und 
dem auf der Substratoberflache befindlichen Metall ausge- 55 
nutzt. wird. besteht. die Moglichkeii. daB sich keine eutekti- 
sche Met all verbindung hoher Qualitat einstellt und daB eine 
schlechte Verbindung vorliegt, wenn auch nur kleine Fehler 
bei der Endbearbei lung der Kontakt vorspriinge oder der me- 
talli schen Oberflache vorhanden sein sollten. 60 

Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung. ein Ver- 
fahren zum Montieren eines Flipehips unter Verwendung ei- 
nes anisotropen leitenden Materials zu schaffen, das ein ho- 
hes MaB an Verbindungszuverlassigkeit besitzt. Eine wei- 
tere Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, eine 65 
Halbleiteranordnung bereitzustellen, die gemaB dem vorste- 
hend beschriebenen Montageverfahren hergestellt ist. 
Mit. der Erfindung wird ein Verfahren gemaB dem Patem- 



anspruch 1 gc schaffen. 

Wciicrhin wird eine TTalblcilcranordnung gemaB dem Pa- 
Icnianspruch 17 berciigcslclli. 

Voricilhafle Ausgcslallungen der Hrlindung sind in den 
Unicranspriichen angegeben. 

(1.) Bei einer A usfiih rungs form des erlindungsgcmii- 
Ben Verfahrens zum Moniiercn cincs Flipehips "wird ein 
[('-('hip, an dem Hleklroden an einer Oberflachc des 
rC-Chips ausgcbildel sind. auf einem Subsirai so ange- 
brachl. daB die die Hlcklrcxlcn Iragcnde Oberflachc des 
FC-Chips dem Subsirai gcgcnuberliegi. GemaB einem 
Gesichispunkl werden der IC-Chip und das Subsirai 
bei dicscr A usfiih rung sform miicinander in cincm Zu- 
siand verbunden. bei dem ein Blall aus anisoiropem lei- 
lenden Klebminel und pasienaniges Klebmillel zwi- 
schen dem IC-Chip und dem Subsirai angcordnei sind. 
Als lirgcbnis dessen lulli das paslenarlige. eine hohe 
FlicBlahigkcil besiizende Klebminel dann, wenn der 
IC-Chip mit deni Subsirai verbunden wird. soforl die 
SpaJie zwischen der Oberflache des IC-Chips. auf der 
die Hlcktroden ausgcbildel sind, und dem anisoiropen 
leilenden Klebmillel aus, so daB die BiJdung von Bla- 
sen wciigehcnd vcrhindcrt werden kann. Wenn jedoch 
vorslchcnde Hlcktroden an dem IC-Chip ausgcbildel 
sind. kann der Fall aufircicn, daB sich der Film aus dem 
anisoiropen leilenden Klebmillel selbsl nichl an die 
Anderungcn der Oberflachenkonhguraiion des IC- 
Chips in einem Bereich in der Nahc der vorstchenden 
Hleklroden anpassen kann, so daB Blasen in dem Be- 
reich nahe bei den vorslchenden Hleklroden verblei- 
ben. Jedoch auch in einem solchen Fall werden die Bla- 
scn durch die Druckkrafi. die durch das Flipchip-Bond- 
geral ausgeubt wird, aus den Konlaktflachcn zwischen 
dem IC-Chip und dem Subsirai herausgedruckt, wenn 
das paslenarlige Klebmillel nach auBen slromi, so daB 
die Blasen nichl zwischen den Verbindungsflachcn ver- 
blcibcn. Als Ergebnis dessen wird die Zuverlassigkcit 
bei der Verbindung des IC-Chips mil dem Subsirai 
noch weiler vcrbesserl. 

(2) Bei einem weileren Ausfuhrungsbeispiel des crfin- 
dungsgemaBen Verfahrens zum Montieren eines Flip- 
chips isl das paslenarlige Klebmillel durch ein aniso- 
iropes leilendes Klebmitlel gebildet. Als Ergebnis des- 
sen sind dann, wenn der IC-Chip und das Subsirai mii- 
cinander verbunden sind, Icilcndc Partikcl, die in dem 
aus dem anisotropen leilenden Klebmitlel beslehenden 
Blatl enthalien sind. und leitende Partikel. die in dem 
pastenartigen Klebmillel enthalten sind, zwischen den 
an dem IC-Chip befindlichen Elektroden und An- 
schlussen (Kontakthugel bzw. Bumps) und den an dem 
Substrat befindlichen Anschlussen und Mustern vor- 
handen. Deingeiiiafi isl die Leiirahigkeil bzw. leilende 
Verbindung zwischen dem IC-Chip und dem Substrat 
sichergestellt, und es wird die geforderle Leitfahigkeit 
mil hohererZuveriassigkeit als bei einem Verbindungs- 
verfahren emeichi, bei dem lediglich leilende, in dem 
aus dem anisotropen leitenden Klebstoff beslehenden 
Blatl enthallene Partikel zum Einsatz kommen. Dem- 
zufolge ist die Zuverlassigkeit der elektrischen Verbin- 
dung zwischen dem IC-Chip und dem Substrat verbes- 
sert. 

. (3) Bei einer weiteren Ausfuhrungsform des erfin- 
dungsgemaBen Verfahrens zum Montieren eines Flip- 
chips werden der IC-Chip und das Subsirai durch War- 
medruckverbinden (Warniedruckbonden) miteinander 
verbunden. Bei diesem Verfahren wird auf das aus dem 
anisotropen leilenden Klebmitlel bestehende Blatt, das 
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zwischen den an dem IC-Chip befindlichen Elektroden 
und Anschlussen und den an dem Subslral befindlichen 
Anschlussen vorhanden ist, eine Druckbelastung aus- 
geiibl, wenn der IC-Chip und das Substrat miteinander 
unter Einwirkung von Warme verbunden werden, so 5 
daB das Blall Leiliahigkeit zeigl. Wenn aucfa in dem pa- 
slenarligen Klebmillel Icilende Parlikel enthallen sind, 
zeigl auch dieses past en art ige Klebmillel Leilfahig- 
keitseigenschafien, d. h. wird leitfahig. Wenn das aus 
dem anisotrop leiienden Klebmillel besiehende Blall 10 
einer Druckbeanspruchung ausgesetzl wird, wird die 
Verformung des BlaiLs verbessert, so dafi das aus dem 
anisolrop leiienden Klebmillel besiehende Blall sich 
fomimaGig an die Gestaltung derjenigen Oberflache 
des IC-Chips onpaBt, auf der die Eleklroden ausgebil- 15 
del sind. Ebenso wird die FlieBfahigkeit des paslenarti- 
gen Klebmitlels erhohU so daB dieses in die Zwischen- 
raume zwischen dem anisotrop leiienden Film und der- 
jenigen Oberflache des IC-Chips flieBi, auf der die 
Eleklroden ausgebildel sind. Weiierhin wird das Aus- 20 
ireiben von Blasen verbessert, die zwischen der die 
Eleklroden Lragenden Oberflache des IC-Chips und 
dem Substrat vorhanden sind. Als Ergebnis dessen isl 
die Zuverlassigkeil der mechanischen und elektrischen 
Verbindung zwischen dem IC-Chip und dem Subslral 25 

. noch weiter verbessert. 
Bei einer weiteren Ausfiihrungsform des erfindungsge- 
maBen Verfahrens zum Monlieren eines Flipchips wird 
das aus dem anisolropen leiienden Klebmittel besie- 
hende Blall an oder auf der Seite oder Oberflache des 30 
Subslrats angeordnet, und es wird das pasienartige 
Klebmittel an oder auf der Seite oder Oberflache des 
IC-Chips angeordnet. Wenn die zu verbindende Ober- 
flache des Substrals flach ist, weist demzufolge auch 
das aus dem anisotropen leiienden Klebmittel beste- 35 
hende Blall eine flache Oberflache auf. Wenn das aus 
dem anisotropen leiienden Klebmittel besiehende Blait 
auf dem Substrat angeordnet wird, ist daher die Ten- 
denz gering, daB sich zwischen dem Substrat und dem 
aus dem anisolropen Klebmittel bestehenden Blatt ein 40 
Spall oder Zwischenraum bildel, so daB eine gute Ver- 
bindung erzielt wird. Wenn sich an der Oberflache des 
IC-Chips, auf der die Elektroden ausgebildel sind, An- 
schlusse bzw. vorstehende Kontakle (Bumps) befinden, 
kann das pasienartige Klebmillel schicluformig derart 45 
aufgcbracht werden, daB die Vorsprungc und Vcrtic- 
fungen der Oberflache aufgefulll und zugedeckl wer- 
den. Als Folge hiervon besteht bei der gegenseiligen 
Verbindung zwischen dem IC-Chip und dem Subslral 
keine groBe Gefahr, daB Lufl zwischen dem IC-Chip 50 
und dem Subslral verbieibi. Als Folge dessen isl die 

Zuverlassigkeil der mechanischen und eleklrischcn 
Verbindung zwischen dem IC-Chip und dem Subslral 
noch weiter verbessert . 

(5) Bei einer anderen Ausfiihrungsform des erfin- 55 
dungsgemaBen Verfahrens zum Monlieren eines Flip- 
chips wird das aus dem anisolropen leiienden Klebmil- 
lel besiehende Blall an dem Subslral angeheftet bzw. 
mil diesem verklebl, bevor der IC-Chip mirtels Warme 
und Druck angebondet wird. GeniaB diesem Verfahren 60 
konnen der IC-Chip und das Substrat mittels Warme 
und Druck durch eine Flipchip-Bondeinrichtung sofort 
miteinander verbunden werden, nachdem der IC-Chip 
(bei dem das pasienartige Klebmittel auf derjenigen 
Oberflache des IC-Chips schichtformig aufgebrachl ist, 65 
auf der die Eleklroden ausgebildet sind) auf dem aus 
anisotropem leiienden Klebmillel bestehenden Blait, 
das an die an dem Subslral vorhandenen Muster ange- 
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klebl isl, aufgebrachl worden isl, oder nachdem das pa- 
sienartige Klebmillel auf dem anisolropen leiienden 
Klebmillel als Schicht, aufgebrachl und dann der IC- 
Chip auf dem paslenarligen Klebmillel aufgebrachl 
worden isl. Demzufolge ist die Verbindung zwischen 
dem IC-Chip und dem Substrat einfach durchfuhrbar. 
Wenn der IC-Chip korrekl. an einer gewunschlen vorge- 
gebenen Position angeordnet isl, isl femer hierbei 
keine hohe Genauigkeil bei der Posiiionierung und der 
paslenarligen Aufbringung des anisotrop leiienden 
Klebmitlels erforderlich. Hierdurch werden der Posi- 
tionierungsvorgang und das Aufbringen der Paste ver- 
einfacht . Als Ergebnis dessen ist die Effizienz des Ver- 
fahrens zum Verbinden des IC-Chips und des Subslrats 
erhohl. 

(6) Bei einer weiteren Ausgestaltung des in Uberein- 
stimmung mil der vorliegenden Erfindung stehenden 
Verfahrens zum Monlieren eines Flipchips wird das pa- 
sienartige Klebmillel auf das aus anisotropem leiienden 
Klebmittel besiehende Blatt, das an dem Substrat ange- 
bracht isl, schicluformig aufgebracht, bevor die mittels 
Warme und Druck erfolgende Verbindung des IC- 
Chips ausgefuhrt wird. Bei diesem Verfahren konnen 
der IC-Chip und das Substrat mil Hilfe eines Flipchip- 
Verbindungsgerats (Flipchip-Bonder) miteinander un- 
ter Warme- und Druckeinwirkung verbunden werden, 
ohne daB ein zwischenliegender Schritt ausgefuhrt 
werden muB, nachdem das pastenartige Klebmillel auf 
das aus anisotropem leiienden Klebmittel besiehende 
Blatt, das auf einem Muster des Subslrats bzw. den 
Substrat elektroden angebracht ist, aufgebracht worden 
ist und der TC-Chip auf diesem angeordnet worden ist. 
Dies fuhrt dazu, daB der Vorgang der Verbindung eines 
IC-Chips mil einem Substrat noch effektiver durch- 
fuhrbar ist. 

(7) Bei einer anderen Ausgestaltung des in Uberein- 
stimmung mil der vorliegenden Erfindung stehenden 
Verfahrens zum Montieren eines Flipchips wird das pa- 
sienartige Klebmittel auf die eine Oberflache des IC- 
Chips aufgebracht, bevor der unter Warmeeinwirkung 
erfolgende Druckverbindungsvorgang ausgefuhrt wird. 
Bei diesem Verrahren werden die fur das Klebmillel er- 
forderliche Verbindungsfahigkeit und die vom Kleb- 
mittel geforderte Starke bzw. Verbindungsfestigkeit da- 
durch erzielt, daB das pasienartige Klebmittel einfach 
mil cincr bcstimmlcn Dickc auf derjenigen Oberflache 
des IC-Chips aufgebrachl wird, auf der die Eleklroden 
ausgebildel sind. Demzufolge ist die Sleuerung der 
aufzubringenden Klebmitlelmenge erleichlert. Weiier- 
hin ist auch die Menge an zu benutzendem paslenarli- 
gen Klebmittel verringert, und es wird die Verwallung 
bzw. Handhabung des fur die Verbindung von IC-Chips 
und Subsiraien vorgesehenen Verbindungsprozesses 
vereinfacht. 

(8) Bei einer weiteren Ausfiihrungsform des in Uber- 
einstimmung mil der vorliegenden Erfindung stehen- 
den Verfahrens zum Monlieren eines Flipchips wird 
das aus anisotropem leiienden Klebmittel besiehende 
Blatt an dem pastenartigen Klebmittel angebracht, das 
auf der einen Oberflache des IC-Chips schichtformig 
aufgebracht ist, bevor der unter Warme- und Druckein- 
wirkung erfolgende Verbindungsvorgang ausgefuhrt 
wird. Wenn das pasienartige Klebmittel bei diesem 
Verfahren auf derjenigen Oberflache des IC-Chips, auf 
der die Eleklroden ausgebildet sind, als Schicht aufge- 
bracht ist, und der IC-Chip mil dem an ihm angebrach- 
ten, aus anisotropem leiienden Klebmittel bestehenden 
Blatt auf dem pastenartigen Klebmittel angeordnet 
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wird, konncn der IC bzw. cicr IC-Chip und das Subslral 
unicr Wiiniic- und Druckcinwirkung mil ITilfe cincr 
Flipehip-Verbindungseinrichtung bzw. -moniageein- 
richiung ohnc cincn zwischengeschalieten Schrin ver- 
bunden werden. Datnii latii sich die Tlerslellung dor > 
Verbindung /.wischen dem IC-Chip und dem Subslral 
leichl erreichen. Wcnn dor IC-Chip korrckl an cincr go- 
wiinschlen Position angeordnel isi. ist fcrner hierbei 
kcinc hohc Genuuigkcii bci der Posiiionierung und der 
Aufbringung des anisoiropcn Icilcndcn KJcbniiiiels cr- it) 
forderlich. Dies erlcichlert den Posiiionierungs- und 
Bcschichlungsvorgang. Ms Hrgcbnis dessen isf die Hf- 
lizienz des Verfahrens zum Verbindens des I( -Chips 
und des Subslral verbessen. 

(9) Bci cincr Ausfiihrungsform des in Ubercinslim- 15 
nuino mil der vorliegendcn Hrlindung stehenden Ver- 
fahrens zum Moniieren eines Flipchips wcist das pa- 
slcnartige Klcbmiiicl cine Viskosiiai aul\ die ausrei- 
chend isi, /.u vcrhindcrn, daB das pasienarlige Klebmil- 
icl von der einen Obcrflache des IC-Chips hcrablropft. 20 
wcnn dicse cine, mil dem pasicnariigcn Klcbmiiicl be- 
schichlcie Obcrflache des rC-Chips nach unicn gc- 
wandi isi. Bei dicscm Verfahren wird Iblglieh wiihrend 
des Vorgangs der Anordnung des K.-Chips auf dem 
Subslral nach der Auibringung des paslcnanigcn Kleb- 25 
milicls auf dicjenige Obcrflache des IC-Chips. auf der 
die Fleklrodcn ausgebildcl sind, vcrhindcrl, daB das 
Klcbmiiicl auf einen Abschnin iropfl, der nich! mil 
dem IC-Chip verbunden wcrden muB oder soil. Dem- 
zuibigc wird cine Storung wie ciwa beispiclswcisc cine 30 
zufalligc Verbindung zwischen nichl milcinander in 
Bezichung siehenden Teiien und dergleichen verhin- 
derh 

(10) Bci einer weileren, vorleilhalien Ausgcstaltung 
des erfindungsgeinaBen Verfahrens zum Monliercn ei- 35 
nes I-lipchips isi die Summc der Dicken des aus dem 
anisoirop ieiienden Kiebmiiiel besiehenden Blalis und 
des pasicnariigcn KJcbmillels vor der Durchilihrung 
der Warniedruckverbindung so gcwahlt, daB sic groBer 
isi als die flohe eines Anschlusses bzw. Koniakihugels. 40 
der entweder an dem IC-Chip odcr an dem Subslral 
ausgebildcl isi. Bei dicseni Verfahren wird das zwi- 
schen dem IC-Chip und dem aus anisolropem Ieiienden 
Kiebmiiiel besiehenden Blau befindliche pasienarlige 
Klebmittel dann, wenn die unier Warmeeinwirkung er- 45 
folgcndc Verbindung des IC-Chips durchgefuhrt wird, 
durch die Druckkraft, die durch die Flipchip-Vcrbin- 
dungseinrichtung ausgeubi wird, zu einem Randbe- 
reich des IC-Chips herausgequetscht. Das pasienarlige, 
herausgedruckte Kiebmiiiel bildei einen Rand oder 50 
eine Wulst an einem peripheren Seilenabschniir des IC- 
C;hips. Diese Wulst stelli im Ergebnis die mechanische 
Verbindung zwischen dem IC-Chip und dem Subslral 
sicher bzw. erhohl diese, und rungiert. weiierhin auch 
als ein VerguBmaterial. Demzufolge wird verhindert, 55 
daB Fremdniaterialien und Wasser in die Verbindungs- 
flachen zwischen dem IC-Chip und dem Subslral ein- 
dringen konnen. 

(11) Bei einer weiteren Ausfuhrungsform des erfin- 
dungsgemaBen Verfahrens zum Moniieren eines Flip- 60 
chips isi die Sumnie der Dicken des aus dem anisotro- 
pen Ieiienden Klebniittel bestehenden Blatts und des 
pastenartigen Klebmittels auf einen Bereich eingestellt, 
bei dem die Hone einer Wulst, die wahrend des unter 
Warme- und Druckeinwirkung erfoigenden Verbin- 65 
dungsvorgangs durch das aus anisolropem leitenden 
Klebmittel bestehende Blatt und das pastenartige Kieb- 
miiiel gebildet wird, groBer ist als die Hohenlage der 



cincn Obcrflache des IC-Chips. abcr klcincr hzw. nied- 
rigcr isi als die andcrc Obcrflache des IC-Chips. die auf 
der zu der cincn Obcrflache des IC-Chips enigegenac- 
scizicn Sciic Mcgi. Wcnn der IC-Chip bci dicscm Ver- 
lahrcn unicr Warmeeinwirkung verbunden wird, wird 
das pasienarlige Klcbmiiicl. das zwischen dem IC- 
Chip und dem aus anisoirop Iciicndcm Klcbmiiicl be- 
siehenden Blali vorhanden isi. zu dem peripheren bzw. 
sciilichen Randbcrcich des IC-Chips durch die Druck- 
krafi ausgequcischi, die durch die Hipchip-Verbin- 
dungscin rich lung ausgeubi wird. und bildei dann cincn 
Kragcn odcr eine Wulsl an dem Umlangsscilenab- 
schnin des IC-Chips. Als lirgebnis dessen wird vcrhin- 
dcrl, daB sich das pasienarlige Klcbmiiicl bis in cine 
solchc Ilohe crstrcckcn kann, die gleich hoch wie oder 
holier als die Ilohe des IC-Chips liegi. Daher wird vcr- 
hindcrl, daB das pasienarlige Klcbmiiicl an einem 
Spann- oder ITallesioBcl der Flipchip- Vcrbindungscin- 
richlung an hafien kann und cine Verbindung zwischen 
dem IC-Chip und dem HaJlcsioBcl bewirkl. Im lirgeb- 
nis wird somil die Zuverlassigkcil des Verbindungsvor- 
gangs, bei dem IC-Chips und Subslraic milcinander 
verbunden werden, erhohi. 

(12) Bei einer andcren Ausfuhningsfomi des in tlher- 
einslimmung mil der vorliegendcn lirfindung siehen- 
den Verfahrens zum Monliercn eines Flipchips wcisi 
das aus dem anisoiropcn Ieiienden Kiebmiiiel beste- 
hende Blau cine Hache auf, die groBer isi als diejenigc 
der einen Obcrflache des IC-Chips. Wenn der IC-Chip 
unicr Warmeeinwirkung verbunden wird, wird das pa- 
sienarlige, zwischen dem IC-Chip und dem aus aniso- 
lropem Ieiienden Klcbmiltel besiehenden Blatt vorhan- 
dene Klebmittel bci diesem Verfahren zu einem uni- 
fangsscitigen Randabschnin des JC-Chips ausge- 
quclschl und bildei einen Rand oder eine Wulsl aul ei- 
ner Basis, die durch einen Abschnill des aus anisotro- 
pem Ieiienden Kiebmiiiel besiehenden Blatts deflnierr 
ist 7 der nicht mil der die Elektroden iragenden Oberfla- 
che des IC-Chips verbunden isi. Anders ausgedruckt, 
wird die Wulsl. auf einem iiberschussigen Flachenab- 
schniti des aus anisolropem leitenden Kiebmiiiel besie- 
henden Blatts gebildet, der gegenuber dem umfangs- 
seiiigen Randabschnin des IC-Chips vorsteht. Als Er- 
gebnis dessen wird die Ausbildung einer Wulsl an dem 
umfangsseiiigen Seiien abschnill des IC-Chips noch 
wciicr gclordcrt, und cs wird dcmzufolgc die mechani- 
sche Verbindung zwischen dem IC-Chip und dem Sub- 
slral in noch zuverlassigerer Weise erzielt. 
(13) Bei einer weiteren Ausfuhrungsfbrm des in Uber- 
einstimmung mil der vorliegenden Erfindung siehen- 
den Verfahrens zum Moniieren eines Flipchips weist 
das aus anisolropem leitenden Klebmittel bestehende 
Blall eine Flache auf, die auf einen Bereich feslgelegl 
bzw. aus einem Bereich ausgewahlt ist, bei dem die 
Hohe einer Wulst, die durch das aus anisoirop leilen- 
dem Kleb: izi bestehende Blau und das pasienarlige 
Kiebmiiiel • j.h dem unter Wanne- und Druckeinwir- 
kung erlbigcnden Verbindungsvorgang gebildet wor- 
den ist, groBer ist als die Hohenlage der einen Oberfla- 
che des IC-Chips, jedoch kleiner ist als die Hohenlage 
der anderen Obcrflache des IC-Chips, die auf der der 
einen Oberflache abgewandten Seite des IC-Chips 
liegt. Wenn der IC-Chip bei diesem Verfahren unter 
Warmeeinwirkung angebracht wird, wird das pasienar- 
lige, zwischen dem IC-Chip und dem aus anisotrop lei- 
tendem Klebmittel bestehenden Blatt befindliche Kleb- 
mittel zu einem am Umfang liegenden Randabschnin 
des IC-Chips herausgequetscht und bildei einen Rand 



DE 198 48 

7 

an dem in Umfangsrichtung liegenden Seitenabschniit 
des IC-Chips. Weilerhin wird verhindert, daB das pa- 
stenartige Klebmittel bis zu einer Hohenlage hochwan- 
deri, die gleich hoch wie oder hoher als die Hohe des 
IC-Chips ist. Folglich wird verhindert, daB das Kleb- 5 
mittel an einem Hali.esl.oBel der Flipchip- Verbindungs- 
einrichlung an ha ft en kann und eine Verbindung zwi- 
schen dem IC-Chip und dem H attest oBel herbeifuhri. 
Als Ergebnis dessen ist die Zuverlassigkeit des Verbin- 
dungsvorgangs, bei dem die IC-Chips und die Sub- to 
strate mileinander verbunden werden, verbessert. 

(14) Bei einer anderen Ausgestaltung des mil der vor- 
liegenden Erfindung in Ubereinstimmung stehenden 
Verfahrens zum Monlieren eines Flipchips weisen lei- 
tende Partikel, die in dem aus anisotropem leitenden 15 
Klebmittel bestehenden Blatt enthalfen sind, und lei- 
tende Partikel, die in dem paslenartigen Klebmittel ent- 
halten sind, im wesentlichen den gleichen Durchmes- 
ser auf. Wenn der IC-Chip unter Warmeeinw irk ung an- 
gebracht wird, sind demzufolge die leitenden Partikel, 20 
die in dem aus anisotrop leitendem Klebmittel beste- 
henden Blatt en thai ten sind, und die leitenden Partikel, 
die in dem paslenartigen Klebmittel vorhanden sind, 
gemeinsam zwischen den.Elektroden des IC-Chips und 
den hockerformigen Anschlussen, oder zwischen dem 25 
an dem Substrat befindlichen Muster und den An- 
schlussen vorhanden, wobei alle diese jeweiligen lei- 
tenden Partikel jeweils Raume zwischen den Hlektro- 
den des IC-Chips und den Anschlussen, oder zwischen 
dem an dem Substrat befindlichen Muster und den An- 30 
schliissen auffullen und somit zur elektrischen Verbin- 
dung beU.ragen. Als Rrgebnis dessen ist die Zu ver las- 
si gkei I der elektrischen Verbindung zwischen dem IC- 
Chip und dem Substrat verbessert. 

Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung 35 
liegt der Durchmesser der leitenden Partikel, die in 
dem aus anisotropem leitenden Klebmittel bestehenden 
Blatt und in dem paslenartigen Klebmittel en thai ten 
sind, in einem Bereich von ungefahr 2 bis 10 um, urn 
hierdurch eine elektrische Verbindung zwischen dem 40 
IC-Chip und dem Substrat zu gewahrleisten. 

(15) Bei einer weiteren Ausgestaltung des mi t der vor- 
liegenden Erfindung in Ubereinstimmung stehenden 
Verfahrens zum Montieren eines Flipchips werden pas- 
sive Elemente, die zusammen mit dem IC-Chip zu 45 
montieren sind, mil. dem Substrat durch das aus aniso- 
tropem leitenden Klebmittel bestehende Blatt. und das 
pasienartige Klebmittel verbunden. GemaB diesem 
Verfahren, das beispielsweise in einem typischen, mil- 
lets LotmiUel erfolgenden Montage vorg an gs durchge- 50 
fuhrl werden kann, lassen sich Fehler wie etwa Kurz- 
schliisse verhindem, die bei einem solchen, mittels 
LotmiUel erfolgenden Monlagevorgang auflreten 
konnten. Weilerhin werden die Montageschritte zum 
Monlieren des IC-Chips und der passive n Elemente in 55 
einem einzigen Schrilt vollstandig durchgefuhrl. Wei- 
terhin wird ein Waschvorgang zur Beseitigung von ver- 
bliebenem Flufimittel unnotig. Als Ergebnis dessen ist 
die Zuverlassigkeit der Verbindung zwischen den pas- 
si ven Elementen und dem Substrat verbessert, und es 60 
ist gleichzeitig auch die Effizienz des Montagevor- 
gangs, bei dem die passiven Elemente montiert wer- 
den, verbessert. 

(16) Zur vorliegenden Erfindung rechnet auch eine 
Halbleiteranordnung, die nach einem der vorstehend 65 
erlauterten Verfahren zum Montieren eines Flipchips 
hergestellt ist. Bei einer derart hergestellten Halbleiter- 
anordnung sind die elektrische und die mechanische 
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Verbindung zwischen dem IC-Chip und dem Substrat. 
die in der Halbleiteranordnung angeordnel sind, sehr 
zuverlassig. Die Halbleiteranordnungen lassen sich so- 
mit mit erhohter Zuverlassigkeit. fertigen. 

Die Erfindung wird nachstehend anhand von Ausfuh- 
rungsbeispielen naher beschrieben. 

Fig. 1 zeigl schema! isch eine Querschnitt sansichi einer 
Halbleiteranordnung. die ein Substrat und einen Flipchip 
enthalt, der an dem Substrat in Ubereinstimmung mil einer 
Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung angebrachl 
ist. 

Fig. 2 zeigt schematisch eine vergroBerte Ansicht eines 
Bereichs um einen hockerformigen AnschluG eines Flip- 
chips herum. der in der in Fig. 1 dargestellten Halbleiteran- 
ordnung enthalten ist. 

Fig. 3 zeigt schematisch einen Querschnitt einer Halblei- 
teranordnung, bei der ein aus einem anisotropen leitenden 
Klebmittel bestehender Film zum Verbinden eines Flipchips 
mit einem Substrat gemaB dem Stand der Technik eingesetzt 
wird. 

Fig. 4 zeigt schematisch einen Querschnitt durch eine 
Halbleiteranordnung. bei der in Ubereinstimmung mit dem 
Stand der Technik ein pastenartiges, anisotropes leitendes 
Klebmittel zum Verbinden eines Flipchips und eines Sub- 
strals eingesetzt wird. 

Fig. 5 zeigt eine Querschnittsansicht einer Halbleiteran- 
ordnung mit einem Flipchip, bei der eine eutektische Kri- 
stallisation zwischen hockerformigen Anschlussen und ei- 
nem Metallmuster, das auf einer Substratoberftache ausge- 
bildel ist. gemaB dem Stand der Technik eingesetzt wird, 

Fig. 6 zeigt schematisch einen Querschnitt durch eine 
Halbleiteranordnung, wobei ein Zusland dargestelll ist, bei 
der ein pastenartiges Klebmittel auf einem IC-Chip gemaB 
einer weiteren Ausfuhrungsfomi der vorliegenden Erfin- 
dung aufgebracht ist, 

Fig. 7 zeigt schematisch einen Querschnitt durch eine 
Halbleiteranordnung, wobei ein Zustand dargestelll ist, bei 
dem ein aus anisotrop leitendem Klebmittel bestehender 
Film an dem paslenartigen Klebmittel angebrachl ist. wobei 
diese Gestaltung einem weiteren Ausfuhrungsbeispiel der 
vorliegenden Erfindung entspricht. 

Fig. 8 zeigt in Form eines Ablaufdiagramms ein Verfah- 
ren zum Anbringen bzw. Montieren eines IC-Chips an ei- 
nem Substrat. 

Im folgcndcn werden cinigc Ausfuhrungsbcispiclc des 
Verfahrens zum Montieren eines Flipchips, sowie von ge- 
maB diesem Verfahren hergestellten Halbleiteranordnungen 
naher erlautert. 

Fig. 1 zeigt einen IC-Chip 1. der mil ElektrodenanschluB- 
flachen versehen ist, die an der Oberfiache des IC-Chips 1 
ausgcbildet sind. Hockerformige Anschlusse 2 sind an den 
EleklxodenanschluBflachen des IC-Chips 1 ausgebildel und 
sind oder werden elektrisch und mechanisch mil einem Sub- 
strat 5 mit Hilfe eines pastenartigen Kleb mitt els 3 und eines 
aus anisotropem leitenden (oder anisotrop leitendem) Kleb- 
mittel bestehenden Blatls oder Films 4 verbunden. 

Genauer gesagt. werden der IC-Chip 1 und das Substrat 5 
unter Warme- undDruckeinwirkung miteinander verbunden 
(Warme-Druck- Verbindung), wobei das pasienartige Kleb- 
mittel 3 und der Film 4 zwischen dem IC-Chip 1 und dem 
Substrat 5 angeordnel sind, und wobei die Anschlusse 2, die 
an den ElekirodenanschluBflachen des IC-Chips 1 ausgebil- 
del sind, elektrisch nut. einem Muster verbunden werden. 
das an dem Substrat 5 ausgebildel ist. 

Das pastenartige KJebniittel 3 weist eine hohe FlieBfahig- 
keit auf und kann auf der Oberfiache eines zu verbindenden 
Objekts all Uberzug bzw. schichtformig aufgebracht wer- 
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den. Wcnn cine Druckkral'l auf den iC-Chip 1 und das Sub- 
sirai 5 ausgeiibl wird, wahrend sich der Film 4 /.wischen die- 
sen Koniponenlen befindei, IlicBi das aufgchrachlc pasienar- 
lige Klebniiiiel 3 von einer Slclle. bci der der K'-Chip 1 unci 
das Subsirai 5 mil einem hohen Druck aneinandcr gcririickl 
werden, zu einer Slellc, bci der dicscr Druck nicdrigcr isl, 
und IlicBi daniii beispielsweise in Spalie und Freiraume, die 
/.wischen dem I( -Chip 1 und deni Mini 4 vorhanden sind. 
AIs Hrgebnis (lessen verieih sich das pasienarlige Klebniiiiel 
3 uber die gesamie Oberflachc des /u monfierenden IC- 
Chips. Nach dem Ausharien des pasienariigcn Klehmillels3 
isi daniii cine Verbindung uber die gcsamlc Oberflachc hin- 
weg erzieli. 

Der Mini 4 isl aus cinem klebcnden Bindemiiiel. das Ver- 
bindungscigcnschafien und isoliercndc Higenschaiien auf- 
wcisl, und Iciicndcn Panikeln y.ur TTerslclJung der eiekiri- 
schen Leillahigkeii b/.w. T^eiiung zusammengcscizl und 
licgl in einem fesien /u si and vor. Ferner isl der Mini 4 als 
ein Blall ausgebiidei, das fur die Vcrbindung bzw. Moniage 
der IC-Chips eingeselzi wird. Fine Vielzahl von Produklc*n. 
die unicrschiedliche Kombinaiionen aus klchcndcm Binde- 
mine! und den Iciicndcn Paj-likein enihallen, slehen fur un- 
icrschiedliche Zwecke /.ur Veffugung. In den iei/.icn Jahren 
hai sich die Arl des klchenden Bindcmiilcls von dem hishe- 
rigen, ihcnnoplaslischcn Typ zu einem warmer! xierenden 
b/.w. wannehanenden lyp /.ur lir/ielung hoherer Vcrbin- 
dungszuverlassigkeii gcandert. Seil kurzem wirdauch haufi- 
ger ein reparierbares klebcndes Bindcniilicl des warmehxie- 
renden Typs, das aus einem denaturierien Epoxidharz be- 
siehl, ausGriindcn der ZwcckmaBigkeil bei einer Rcparalur 
nach der Vcrbindung (Reparalur der Verdrahlung) und einer 
Ubcrarheirung (Auslausch des Chips) benuizl. 

Bislang wurden oftmals KohlcnsiorYasern und Lotmillcl- 
partikel als leilende Pariikel eingescizl. Seil einigen Jahren 
werden aber auch unicrschiedliche Anen von Parlikeln fur 
unicrschiedliche Anwendungsgebieie benuizl. Beispicls- 
weise werden aus Meiall besiehendc Pariikel haufig fur Mu- 
ster benuizl, die aus einem Material hcrgestclil sind, bei dem 
die Moglichkeil der Bildung von Rissen an seiner Oberfla- 
chc besrehl. Mil Nickel oder Cold plartieric bzw. beschich- 
lete Harzpanikel sind bei der Vcrbindung von feine Abrnes- 
sungen bzw. Absiande aufweisenden Teilen voneiihafl und 
werden daherhauhg bei Verbindungsarbeilen bei Mussigkri- 
stallanzeigen LCD benuizl, da die nul Nickel oder Gold 
platiierien Harzpanikel eine lllasiizilal und einen Ihcnrri- 
schen Ausdchnungskocffizicntcn aufweisen, die ahnlich 
sind wie diejenigen des klebenden Bindemittels, und da es 
einfach ist, den Durchmesser der Pariikel zu vereinheitli- 
chen. 

Wie aus Fig. 2 ersichtlich ist, werden das pasienarlige 
Klebmitlel 3 und der Film 4 durch die Druckkraft defor- 
miert, die durch die Flipchip-Verbindungseinrichtung (Flip- 
chip-Bonder) ausgeiibl wird. Ein Bereich in der Nahe der 
Anschlusse 2 zeigt hierbei die groBte Verformung. Das pa- 
stenartige Klebmitlel 3 und der Film 4, die unlerhalb der An- 
schlusse 2 vorhanden sind. nehmen zum Zeitpunkt der unter 
Warnieeinwirkung erfolgenden Verbindung erhohte FlieBfa- 
higkeit. an, wobei eine Mischregion 8 aus dem pasienartigen 
Klebmitlel und ACP oder dem Film gebildet wird. In der das 
pasienarlige Klebrniltel 3 und den Film 4 enthaltenden 
Mischregion 8 konnen dann, wenn der IC-Chip I auf dem 
Substrat 5 angeordnet wird oder ist, Luftblasen zwischen der 
bodenseiugen Flache der Anschliisse 2 und dem pastenarti- 
gen Klebmitlel 3 verbleiben. Wenn jedoch eine unter 
Warme- und Druckeinwirkung erfolgende Verbindung aus- 
gefuhrt wird, flieBen das pastenartige Klebmitlel 3 und der 
Film 4 von der bodenseitigen Flache der Anschlusse 2 zu 
den jeweiligen Urafangsrandern bzw. Umfangsbereichen 
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der Anschlusse 2. wenn die Druckkral'l durch die Hipchip- 
Verbindungseinrichlung ausgeiibl wird, wobei sich die Bla- 
sen dann ebenfails bewegen. Im lirgebnis bleiben die Blasen 
somil nichi unlerhalb der Unlerseilen der Vorsprungc2. die 
> im TTinblick aufdie elektrisehc TxMlfahigkcii die wichiigsicn 
Bereich darslelien. I 'erner werden auch lilasen, die in ande- 
ren Bercichen vorhanden sind. ebenfails zu einem Bereich 
auBerhalb des Umfangsrands des K '-Chips bewegi, was an 
der hohen l-lieBlahigkeil des pasienanii:en Klcbmiiicls 3 
io licgi. 

Its isl anzumcrken, daB das pasienarlige Klebniiiiel 3 und 
der Film 4 eine Gesamidickc bcsiizcn, die im allgemeincn 
gleich groB isl wie die Dicke der Anschlusse 2 und des oder 
der Ixiicr an dem Subsirai 5. d. h. eine Dickc von ungefahr 
15 30 bis 50 urn bcsiizcn. Dem/.ufoigc isl eine DruckkraVi von 
ungcliii-ir 50 bis 100 g fiir jeden AnschluB 2 crforderlich, da- 
mil die in Fig. 2 dargeslcllle Veriormung zur lir/ielung der 
clcklrisehen Vcrbindung hervorgerufen wird. 

Wciicrhin isl allgemcin lesizusiellen, daB zur Hrziclune 
20 einer clVekiivcn bzw. guien elekirischcn Vcrbindun» drel 
oder mehr leilende Pariikel zwischen den Anschlusscn 2 
und dem Mclall, das aul* der Oberflachc des Subsirals 5 aus- 
gebiidei isl, crforderlich sind. 

Da bci den vorstehend beschriebencn Ansftihrnngshei- 
25 spielen das pasienarlige Klebniiiiel 3 aul dicjenigc Oberlla- 
che des Films 4 aufgebrachl wird, mil der der TC-Chip 1 ver- 
bunden wird, flieBl dieses pasienarlige Klebmiilei 3. das ein 
hohes MaB an FlieBiahigkeil besilzl, in die Spaltc und Zwi- 
sehenraume zwischen dem Film 4 und der Oberflachc des 
w iC-Chips 1 in Abhangigkeii von und Obercinsiimmung mil 
den Verlbmiungen, die durch die zum Zeiipunkl der unler 
Warme- und Druckeinwirkung errblgendcn Vcrbindung 
ausgcubie Druckkrafi hervorgerufen werden, wobei das 
Klebniiiiel 3 die Spalle und Zwischenraume vollstandig aus- 
35 fullt. Wenn Luftblasen in den zu verbindenden Oberflachen 
zwischen dem Film 4 und dem IC-Chip 1 vorhanden sind, 
bewegen sich diese Blasen dureh das pasienarlige Klebniii- 
iel 3 aufgrund der Druckkraft, die von der Flipchip-Verbin- 
dungseinrichtung ausgeiibl wird, wobei die Blasen schlieB- 
40 lich von den zu verbindenden Oberflachen wegbcwegi und 
ausgequetschl werden. Durch diese Druckkraft werden das 
pastenartige Klebmitlel 3 und ein Abschnitl des Films 4, der 
hone FlieBiahigkeil besilzl, ebenfails dazu gebrachl, nach 
auBcn zu dem Umgebungsbereich des IC-Chips 1 zu flieBen. 
45 Dieser Abschnin bildel einen Rand bzw. einen Kragen oder 
cine Wulst ("Filcl") 31, nachdem das paslcnartigc Klebniii- 
iel 3 ausgehartet isl, und dient hierbei als VerguBmaieriaJ. 

Die Anschlusse konnen durch jedes beliebigc geeignete 
Verfahren hcrgestelll werden, beispielsweise durch ein Plai- 
5() lier- bzw. Beschichlungsverfahren, bei dem sie durch elek- 
Irolytische Platlierung bzw. Beschichlung ausgebiidei wer- 
den, ein Ubertragungsverfaliren, bei dem Anschlusse uber- 
Iragen bzw. isugefuhrl und mil. inneren Leilungen verbunilen 
werden, ein Bolzen- oder Brucken-Stanzvertahren, bei dem 
55 ein Drahtbonden zum Einsatz kommt, und dergleichen. Bei 
den voriiegenden Ausfuhrungsbeispielen kann jede belie- 
bige dieser Methoden zur Ausbildung der Anschlusse 2 ein- 
gesetzt werden. Typischerweise ist der Teilungsabstand 
bzw. Mittenabstand zwischen den Anschliissen 2 bei IC- 
60 Chips in der Regel sehr gering und liegt beispielsweise bei 
ungefahr 60 bis 70 um. 

Im folgenden wird eine Ausfiihrungsform des erfindungs- 
gemaBen Verfahrens zum Monti eren eines Flipchips unter 
Bezugnahme auf das in Fig. 9 gezeigte Ablaufdiagramm er- 
65 lautert. Zunachst wird bei einem anfanglichen Schritt der 
Film 4 zeitweilig an einer Position auf dem Substrat 5, an 
der der IC-Chip 1 montiert wird, angeklebt, und es wird das 
pastenartige Klebnu ttei 3 auf dem IC-Chip 1 als Schicht auf- 
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gebracht. 

Im Hinblick auf die Effizienz dcs Montagevorgangs ist 
der Film 4 durch ein aus anisotropem leilenden Klebmittel 
bcstehendes Blatt gebildet, das von den Herstellern in der 
Form eines Blatts mil einer gleichmaGigen Dicke gelieferl 
wild. Wenn in dem Film 4 ein wannefixierendes Bindemit- 
lel benulzt wird, soiltc der Film 4 bei niedriger Temperalur 
gehalien und gelagerl werden. 

Der Film 4 wird aus einem aus anisoirop leilenden (bzw. 
anisotropem, leitendem) Klebmiliei bestehenden Blatt mil 
einer GroBe ausgeschnitten, die geringfugig groBer isl als 
die Verbindungsoberflache des IC-Chips 1. Der geschniltene 
Film 4 wird dann auf dem an dem Subsirat 5 befindlichen 
Muster angeordnet, zu demeine Verbindung hergesleill wer- 
den soil. AnschlieBend wird eine Vorheizung ausgefuhrt, uni 
hierdurch den Film 4 zeitweilig an dem Substral zu befesli- 
gen. 

Es wird eine geeignete Menge an pastenartigem Klebmil- 
lei 3 auf derjenigen Oberflache des IC-Chips schichtfbrmig 
aufgebrachi, an der die Anschlusse 2 ausgebildel sind. Hier- 
bei kann die fur die Beschichtung vorgesehene Menge an 
pastenartigem Klebmiliei 3 in Abhangigkeil von den An- 
schliissen 2 feslgelegt werden, wobei es einfach ist, dieje- 
nige geeignete Menge an pastenartigem Klebmittel 3 zu be- 
stimmen, die fiir die Beschichtung erforderlich ist. Es ist an- 
zumerken, daB es erforderlich ist, daB das pastenartige Kleb- 
mittel 3 eine solche Viskositat besitzt, daB kein Abtropfen 
des pastenartigen Klebmiliei s 3 wahrend des Vorgangs der 
Montage des IC-Chips 1 an dem Subsirat 5 auftritt, da bei 
diesem Vorgang diejenige Oberflache des IC-Chips 1, an der 
die Anschlusse 2 ausgebildel sind, nach unten gewandt ist. 
Nach dem AhschluG der Anbringung des IC-Chips 1 an dem 
Substral 5 wird oder ist ein VorbereitungsprozeB vor einem 
mitleis Warmeeinwirkung verbindenden Verbindungs vor- 
gang abgcschlossen. 

Bei einem nachslen Schritt wird ein Warmebonden (Ver- 
binden unier Einsatz von Warnie) ausgefuhrt . Das Subsirat 5 
mil dem zeitweilig an ihm befestigten Film 4 wird auf einem 
Arbeilstisch der Flipchip- Verbindungseinrichtung (Flip- 
chip-Bondgerat) befestigt. AnschlieBend erfaBl die Flip- 
chip- Verbindungseinrichtung die Position des an dem Sub- 
stral 5 befindlichen und zu kontaktierenden Musters. Wenn 
die Position des Musters erfaBl worden ist, wahrend die 
Oberflache des IC-Chips 1, an der die Anschlusse 2 ausge- 
bildel. sind, nach unten gewandt isl, d. h., anders ausge- 
driickl, in cincRichtung weist, in der die Anschlusse dcs IC- 
Chips 1 mil dem Film 4 in Konlakt gebracht werden, wird 
der IC-Chip 1 mil dem auf ihm aufgebrachten pastenartigen 
Klebmittel an dem Subsirat 5 unler Ausrichtung mil der er- 
faBten Position montiert, d. h. angebrachl, und es werden 
der IC-Chip 1 und das Substral 5 unler Warmeeinwirkung 
durch die Flipchip- Verbindungseinrichtung miteinander 
verbunden. 

Es ist anzumerken, daB die Wulst 31 einen Schulz des IC- 
Chips 1 gegenuber Umgebungseinfiusse, insbesondere 
Feuchligkeiu bewirkl. so daB ein stabiler Belrieb des IC- 
Chips 1 erzielt wird. Damit die Wulst 31 in jedem Fall 
zwangslaufig gebildet wird, isl die Gesamldicke des pasten- 
artigen Klebmittels 3 und des Films 4 vor der unler Warme- 
einwirkung erfolgenden Verbindung vorzugsweise groBer 
als die Hohe der Anschlusse bzw. Kontaklhugel 2. Als Er- 
gebnis dessen wird das pastenartige Klebmittel 3 nach au- 
Ben zu dem umfangsseiiigen Randabschnitt des IC-Chips 1 
wahrend der Zeildauer der unler Warme- und Druckeinwir- 
kung erfolgenden Verbindung ausgequetscht, und es kann 
damit eine Wulsl 31 mil einer ausreichenden GroBe gebildei 
werden. 

Damit die Wulst 31 in der vorstehend erlauterten Weise 
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zwangslaufig und definitiv gebildet wird, weist. der Film 4 
weiterhin vorzugsweise einen Oberflachenbereich bzw. eine 
OberflachengroBe auf, der bzw. die geringfugig groBer ist 
als die Flache oder GroBe derjenigen Oberflache des IC- 

5 Chips 1, auf der die Kontaklhugel 2 ausgebildel sind. Wie 
aus Fig, 1 ersichtlich ist, steht der Film 4 gegenuber dem 
umfangsseiiigen Randabschnitt des IC-Chips 1 vor, wenn 
die GroBe der Oberflache des Films 4 groBer ist als die 
GroBe derjenigen Oberflache des IC-Chips 1, an der die 

to Kont aklhugel 2 ausgebildel sind. Damit kann auf dem vor- 
stehenden Abschnitl des Films 4 die Wulst 31 oder eine 
Wulsl 32 mil einer ausreichend groBen GroBe gebildet wer- 
den. 

Falls jedoch das pastenartige Klebmittel 3, das zu dem 

15 umfangsseitigen Rand des IC-Chips ausgequetscht wird, 
eine Hohe erreicht, die aquivalent oder gleich groB ist wie 
die Hohe des IC : Chips 1, kann das pastenartige Klebmit tel 3 
an einem Haltestempel Oder -stoBei der Flipchip- Verbin- 
dungseinrichtung an haflen, der auf den IC-Chips 1 druckt. 

20 DemgemaB miissen die Gesamldicke des pastenartigen 
Klebmittels 3 und des Films 4 so wie die GroBe der Oberfla- 
che des Films 4 so feslgelegt werden, daB die Hohe der 
Wulst. 31 kleiner ist als die Hohenlage derjenigen Oberfla- 
che des IC-Chips 1, die sich auf der zu der die Kontaklhugel 

25 2 tragenden Oberflache entgegengesetzten Seite befindet, 
wobei die Wulst 31 jedoch hoher isl als diejenige Oberflache 
des IC-Chips 1, an der die Kontaklhugel 2 montiert sind. 

Vorzugsweise ist das pastenartige Klebmittel 3 aus einer 
anisotropen leilenden Paste bzw. einer anisoirop leilenden 

30 Paste hergesleill. 

Die anisolrope leitende Paste ist eine Mischung aus einem 
pastenartigen Klebmittel und leilenden Parti kel und weist 
eine FlieBfahigkeil auf, die gleich groB ist wie die FlieBfa- 
higkeit. des pastenartigen Klebmittels. Ferner isl die Paste 

35 eine anisotrope leitende Paste und zeigl dann, wenn eine zur 
Erzielung einer Lei lung ausreichende Druckkraft angelegt 
wird, eine Leitfahigkeit in derjenigen Richlung, in der die 
Druckkraft angelegt wird. 

Wenn somit eine anisotrope leitende Paste benulzl wird, 

40 stellen die leitenden Parti kel, die in der anisotropen leiten- 
den Paste enthalten sind, zusammen mil den leilenden Parti- 
keln, die in dem Film 4 enthalten sind, eine Leitfahigkeit 
bzw. eleklrische Leitung bereit. Die Zuverlassigkeit der 
elektrischen Verbindung ist demzufolge verbesscrt. 

45 Wenn die anisoirop leitende Paste als das pastenartige 
Klebmittel 3 bcnutzt wird, wciscn die lcitcndcn Partikcl, die 
in der Paste und in dem Film 4 jeweils ent halten sind, vor- 
zugsweise im wesenllichen den gleichen Durchmesser auf. 
Wie aus Fig. 2 ersichtlich ist, sind in der Mischregion 8. in 

50 der der Film 4 und das pastenartige Klebmittel gemischt 
sind, die leilenden Partikel, die in der anisoirop leitenden 
Paste des pastenartigen Klebmittels 3 enthalten sind, und der 
Film 4 zwischen den Kontakthugeln 2 und dem Substral 5 
angeordnet. Die Mischregion 8 isl daher eine wichtige Re- 

55 gion, die fiir die elektrische Kontaktierung verantwortlich 
ist. Falls der Film 4 in der Mischregion 8 keine ausreichende 
Menge an leitenden Parlikeln besitzt, ist zu erwarten, daB 
dieser Mangel an leitenden Parlikeln durch die leilenden 
Partikel, die in der Paste enthalten sind, behoben wird. Falls 

60 jedoch die leilenden Partikel, die in der anisoirop leilenden 
Paste enthalten sind, kleiner sind als die leitenden Partikel, 
die in dem Film 4 vorhanden sind, kontaktieren sie nicht so- 
wohl die Kontakthtigel 2 als auch das Substrat 5, und es wird 
der Effekt der Erhohung der Leitfahigkeit zwischen den 

65 Kontakthugeln 2 und dem Substral 5 nicht erzielt. 

Aus diesem Grund weisen die leitenden Partikel, die in 
der Paste und in dem Film 4 enthalten sind, vorzugsweise im 
wesenllichen den gleichen Durchmesser auf, so daB die 



t 



DE 198 

13 

Lciifahigkeii tlurch das Zusanimcnwirken sowohi der Parii- 
kcl in der Pasic als auch der Pari ike I i in Film 4 vcrbcsscn isl. 

Der Durchmesser cicr leilenden Purl ike I licgi vor/u&s- 
weise in deni Bcreieh von ungelahr 2 his 10 pm, unci /.war 
aufgrund dcr Bcrucksichligung cincr sieheren cleklrischen 
Verbindung /wise hen deni IC-Chip 1 und deni Subsirai 5, 
der Dicke des ] ; ilnis 4 und dem Teilungsubsiand bzw. Mil- 
lenabsland oder Absiand der Konlaklhifgel 2. 

Bei eineni weiteren Ausfuhrungsheispiel der vorliegcn- 
den ltrlindung wird dcr anisoirop Icilcndc I ilm 4 zeilweilig 
an <ier oberen Seile des Subsirais 5 angeklebu das paslcnar- 
lige Klebmiiiel 3dann aufdeni Mini 4 schichifdnnig aufge- 
hrachi, lerner der IC-Chip 1 aufdeni pasienarligen Klebmii- 
iel 3 aufgchrachl, und dann die unier Warmecinwirkung er- 
folgendc Verbindung ausgeiuhn. 

GemaB cine in wcilercn Ausfuhrungsheispiel wird gemaB 
der Darsiellung in Fig. 7 das paslcnarligc Klebmiiiel 3 auf 
derjenigen Obcrflaehe des K -Chips 1 sehichliorniig aulge- 
brachl, an der die Koniaklhugel 2 ausgebildel sind. Der Film 
4 wird dann an dem pasienarligen Klebmiiiel 3 angcheflel 
bzw. angeklcbt, wonach der IC-Chip 1 in diesem Zusiand 
aufdeni Subsirai 5 angcordnel wird und sehlieBlieh die un- 
ler Warmecinwirkung erfolgende Verbindung ausgefuhn 
wird. In diesem Fall isl cs crfordcrlich. daB das paslcnarligc 
Klebmiiiel 3 eine solche Viskosiiai bcsilzi, daB der Film 4 
nichl von dem IOChip 1 hcrablalll, wahrend diejenige 
Obcrflaehe des IC-Chips 1, an dcr die Koniaklhugel 2 aus- 
gebildel sind, nach unten gewandl isl, damil der IOChip 1 
an deni Subsirai 5 angebraehi werden kann. 

Wcilerhin konnen gemaB eincm andercn Ausfuhrungshei- 
spiel der vorliegenden Er fin dung passive Hlcmenlc ah deni 
Subsirai 5 zusammen mil dem TC-Chip 1 monlieii werden, 
wobei hicrzu das pastenartige Klebmiiiel 3 und dcr Film 4 
zum Einsatz konimen, ansiatl diese passiven Eleniente 
durch ein lypisches. mil Loimitlel arbeitendes Montagever- 
lahren anzubringen. Bei diesem Verfahren konnen Defckte 
wic erwa Kurzschlussc, die bei dem mil Loimillel durchge- 
fuhrten Monlageverfahren auflrelen konnen, vermicden 
werden. Femer sind die Monlageschrilte fur die Monlage 
des IC-Chips und der passiven Elemenie in einem einzigen 
Schritt abgeschlossen. Weilerhin wird ein Waschschritl zur 
Beseiligung von verbliebenem FluBmittel uberflussig, so 
da 8 die Kosien des Monlagevorgangs verringert werden 
konnen. 

Bei den vorslehend beschriebenen Ausfuhrungsbeispie- 45 
Icn wird cine Kombination aus dem anisotrop lcilcndcm 
Film 4 und dem pasienarligen Klebniitlel 3 bcnutzL Jedoch 
kann anstelle des pastenartigen Klebmittels auch ein Kleb- 
slofT zum Einsaiz kommen, der keine leitendc Parlike! ent- 
halt. Hierbei isl zwar die Zuverlassigkeii dcr cleklrischen 50 
Verbindung, die durch den Klebsloff bereilgestelli wird, ge- 
ringer als diejenige bei Einsatz des pasienarligen Klebmii- 
iels 3, jedoch sind die Kosien verringert. 

Bei den vorslehend beschriebenen Ausfiihrungsbeispie- 
len wird das pastenartige Klebmitlel 3 auf derjenigen Ober- 55 
flache des Films 4 aufgebracht, die dem IC-Chip 1 zugeord- 
net bzw. zugewandtist. Das pastenartige Klebmiiiel 3 tritt in 
Zwischenraume zwischen den Kontakthugeln 2 und dem 
Film 4 ein, da das pastenartige Klebmittel 3 in der Form ei- 
ner Paste vorliegt und eine hohe FlieBfahigkeit besitzt, so 60 
daB demzufolge Luftblasen nicht leicht erzeugt werden. 
Selbst wenn der Film 4 sich selbst nicht an eine Anderung 
der Oberflachenkonfiguration in der Nahe der Kontakthiigel 
2 anpassen kann und Blasen auf der Verbindungsoberflache 
bzw. zu verbindenden Oberflache des IC-Chips 1 verblei- 65 
ben, werden diese Blasen von der zu verbindenden Oberfla- 
che durch die Druckkraft entfernt, die durch die Flipchip- 
Verbindungseinrichtung ausgeubt wird, und bleiben dernzu- 
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folgc nichl auf dcr zu verbindenden Obcrflaehe /.uriick. Dies 
licgi auch daran, daB das pasienanige Klebmiiiel 3 ein hohes 
MaB an FlieBlahigkeii besilzl. 

ITierbei wird zur Hr/.ielung der cleklrischen und mechani- 
> schen Verbindung zwischen dem IC-Chip 1 und dem Sub- 
sirai 5 cine Druckkrafi ausgeiibi. Als Ergebnis hildei das pa- 
sienanige Klebmiiiel 3. das aus dem Spall zwischen dent 
IC-Chip 1 und dem Mini 4 ausgctjuelschi wird. eine Wulsi. 
die den periphcren Randabschniii des IC-Chips 1 umgibi 
id und die als ein VerguBmaleriai fungiert. Dies hai zur Folge, 
daB verhinderl wird, daB Fremdmalerialien und Wasser an 
diejenige Oberflache des IC-Chips gelangen konnen, an dcr 
die Koniaklhugel ausgebildel sind, und daB die Fcsiigkeil 
dcr mechanise hen Verbindung vcrbcsscn isl. 
15 Wie vorslehend beschrieben, werden bei den Ausfuh- 
rungsbeispie len des erfindungsgemaBen Verfahrens zum 
Moniieren cines Flipchips, bei dem ein K'-Chip. der an cincr 
seiner Obcrflachen ausgebildele Elekirodcn tragi, an eincm 
Subsirai dcran angebraehi wird, daB diese eine Oberflache 
20 des IC-Chips in Richiung zu dem Subsirai gerichtet isl, dcr 
IC-Chip und das Subsirai in einem Zusiand mileinander ver- 
bunden, bei dem ein aus anisoirop lcilcndcm Klebmiiiel be- 
siehendes Blali und ein pasienariigcs Klebmiiiel zwischen 
dem TC-Chip und deni Subsirai angcordnel sind. Als Ergeb- 
25 nis dessen isl die elckirische und mechanischc Verbindung 
verbcsserl und es ist die Zuverlassigkeii der Monlage der 
Flipchips und der n ion lien en Flipchips erhohl. 

femer bildel das pastenartige Klebmiiiel cine Wulsl an 
cincr Basis, die durch das aus anisoirop leitendeni Klebmit- 
30 icl besiehende Blali definien ist, wobei sich die Wulsl urn 
den pcriphcren Seilcnbereich des IC-Chips herum erslrcckt, 
so daB verhinderl wird. daB cxlerne Fremdmalerialien und 
Wasser in die mileinander verbundenen Obcrflachen zwi- 
schen dem IC-Chip und dem Subsirai eindringen konnen. 
35 Zugleich isl hierdurch auch die mechanischc Fcsiigkeil der 
Halbleileranordnung vcrbessert. Dies hai zur Folgc, daB die 
Lebensdauer von Produklen. die mil gemiiB dem erfindungs- 
gemaBen Monlageverfahren angebrachlen IC-Chips ausge- 
siatlet sind, verlangeri ist. Bei den vorslehend crliiuierten 
Ausfuhrungsbeispielen weisen fernerdie leilenden Parlikel, 
die in dem aus anisoirop lcilcndcm Klebstoff beslchcnden 
Blali und in dem pasienarligen Klebmittel enthallen sind, im 
wcsentlichen den gleichen Durchmesser auf. Als Ergcbnis 
dessen isl die Zuverlassigkeit der elektrischen Verbindung 
erhohl. Ferner konnen passive Elemenie, die zusammen mil 
eincm IC-Chip zu moniieren sind, auf eincm Subsirat mil- 
tels des gleichen, hier beschriebenen Verfahrens angebraehi 
werden, so daB die Produktivilat bzw. die Herslellbarkeil bei 
der Fcrtigung von mil solchen IC-Chips arbeitenden Pro- 
duklen erhohl ist. 

Paten tanspriiche 

1. Verfahren zum Moniieren eines IC-Chips (1) auf ei- 
nem Subsirai (5) ? bei dem der IC-Chip (1) eine Oberfla- 
che aufweisl, an der Elektroden (2) ausgebildel. sind, 
und der IC-Chip (1) derart posilionierl wird, daB die 
Elektroden (2) dem Subsist (5) gegenuberliegen, da- 
durch gekennzeichnet, daB der IC-Chip (1) und das 
Substrat. (5) mittels eines aus anisotropem leilenden 
Klebmitlel bestehenden Blatts (4) und eines pastenarti- 
gen Klebmittels (3), die zwischen dem IC-Chip (1) und 
dem Substrat (5) angeordnet sind, miteinander verbun- 
den werden. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB das pastenartige Klebmittel (3) ein anisotropes 
leitendes Klebmittel ist. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
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zeichnei, daB der IC-Chip (1) und das Subslrat (5) mil- 
lels eines unter Wanneeinwirkung und Druckeinwir- 
kung erfolgenden Verbindungsschritts mileinander ver- 
bunden werden. 

4. Verfahren nach eineni der vorhergehenden Ansprii- 5 
chc, dadurch gekennzeichnet. daB das aus anisotropem 
leilenden Klebmittel besiehende Blall (4) auf der dem 
Subslrai (5) zugeordneten Seile angeordnei isl und das 
pasienartige Klebmittel (3) auf der dem IC-Chip (1) zu- 
geordneten Seile vorhanden isl. 10 

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspru- 
che. dadurch gekennzeichnet, daB das Blall (4) an dem 
Subslrat vor der unler War me- und Druckeinwirkung 
erfolgenden Verbindung mit dem IC-Chip (1) ange- 
bracht wird. 15 

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich- 
net. daB das pastenarlige Klebmitiel (3) auf dem an 
dem Subslrat (5) angebrachten Blalf (4) aufgebracht 
wird, bevor die unler Warme- und Druckeinwirkung 
erfolgende Verbindung mit dem IC-Chip ausgefuhrl 20 
wird. 

7. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 5, da- 
durch gekennzeichnet, daB das pastenartige Klebmitiel 
(3) auf der einen Oberflache des IC-Chips (1) aufge- 
bracht wird, bevor die unter Warme- und Druckeinwir- 25 
kung erfolgende Verbindung ausgefuhrl wird. 

8. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 4, da- 
durch gekennzeichnet, daB das Blall (4) an dem auf die 
eine Oberflache des IC-Chips (1) aufgebrachten pa- 
si en arti gen Klebmitiel (3) angebracht wird, bevor die 30 
unler Warme- und Druckeinwirkung erfolgende Ver- 
bindung ausgefuhrl wird. 

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspru- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB das pastenartige 
Klebmitiel (3) eine derariige Viskositat aufweist, daB 35 
es nicht von der einen Oberllache des IC-Chips (1) her- 
abtropfu wenn die eine, mil dem pastenartigen Kleb- 
mitiel (3) beschi chicle Oberflache nach unten gewen- 
det wird. 

10. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 40 
spruche, dadurch gekennzeichnet, daB die Sunmie aus 
der Dicke des Blalts (4) und der Dicke des pastenarti- 
gen Klebmitlels (3) groBer isl als die Hone mindestens 
eines Kontakthugels (2), der entwedcr an dem IC-Chip 
(1) oder an dem Subslrat (5) ausgebildet isl. 45 

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn- 
zeichnet. daB die Summe der Dicken des BlatLs (4) und 
des pastenartigen Klebmitlels (3) auf einen Bereich 
festgelegl ist, bei dem die Hone einer Wulsl (31), die 
durch das Blall (4) und das pastenarlige Klebmitiel (3) 50 
wahrend des unter Warme- und Druckeinwirkung er- 
folgenden Verbindungsvorgangs gebildet wird, groBer 

isl als die Hohenlage der einen Oberflache des IC- 
Chips (1), jedoch niedriger liegt als die andcre, auf der 
zu der einen Oberflache entgegengesetzlen Seile lie- .ss 
gende Oberflache des IC-Chips (1). 

1 2. * Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet, daB das Blall (3) 
eine Flache besitzt, die groBer isl. als die Flache der ei- 
nen Oberflache des IC-Chips (1). 60 

13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Blall (4) eine Flache besitzt, die in ei- 
nem Bereich fest liegt, bei dem die Hohe einer Wulsl 
(31), die durch das Blall (4) und das pastenarlige Kleb- 
mitiel (3) nach der Ausfuhrung des unter Warme- und 65 
Druckeinwirkung erfolgenden Verbindungsvorgangs 
gebildet isu groBer ist als die Hohenlage der einen 
Oberflache des IC-Chips (1), jedoch kleiner isl als die 



Hohenlage der anderen Oberflache des IC-Chips (1). 
die auf der der einen Oberflache enlgegengesetzt lie- 
genden Seile vorhanden ist. 

14. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet. daB leitende Parti- 
kel, die in dem Blatt (4) enthalten sind, und leitende 
Partikel, die in dem pastenartigen Klebmitiel (3) ent- 
halten sind, im wesent lichen den gleichen Durch mes- 
ser aufweisen. 

15. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet, daB das Blall (4) und 
das pastenarlige Klebmitiel (3) zur Verbindung von 
passiven Elementen, die an dem IC-Chip (1) montiert 
sind, mil dem Substrat (5) eingesetzt werden. 

16. Halbleiteranordnung,, die gemaB dem Verfahren 
nach einem der vorhergehenden Anspruche hergesiellt 
ist. 

17. Halbleiteranordnung mil 
einem Subslrai (5), 

einem IC-Chip (1), der eine Oberflache aufweist, an 
der mindestens eine Elektrode (2) ausgebildet ist, wo- 
bei diese eine Oberflache dem Subslrai (5) gegenuber- 
iiegt, und 

einem aus anisotropem leilenden Klebmiitel beslehen- 
den Blatt (4) und einem pastenartigen Klebmiitel (3), 
die zwischen dem IC-Chip (1) und dem Substrat. (5) an- 
geordnei sind. 

18. Halbleiteranordnung nach Anspruch 17, dadurch 
gekennzeichnet, daB das pastenartige Klebmiitel (3) 
ein anisolropes leitendes Klebmittel ist. 

19. Halbleiteranordnung nach Anspruch 17 oder 3 8, 
dadurch gekennzeichnet. daB der IC-Chip (1) durch 
Warmeeinwirkung mit dem Subslrat (5) verbunden ist, 
wobei das Blatt (4) und das pastenartige Klebmittel (3) 
zwischen dem IC-Chip (1) und dem Substrat (5) ange- 
ordnei sind. 

20. Halbleiteranordnung nach einem der Anspruche 
17 bis 19, dadurch gekennzeichnet, daB das Blatt (4) an 
dem Subslrat (5) angeordnei ist. und das pastenarlige 
Klebmittel (3) an dem KM "hip (1) angeordnei ist. 

21. Halbleiteranordnung nach einem der Anspruche 
17 bis 20. dadurch gekennzeichnet, daB das Blatt (4) 
eine Flache besitzt, die groBer ist als die Flache der ei- 
nen Oberflache des IC-Chips (1). 

22. Halbleiteranordnung nach einem der Anspruche 
1 7 bis 21 , dadurch gekennzeichnet, daB das Blatt (4) ei- 
nen vorslehenden Abschnitl aufweist, der gegenuber 
dem Umfangsrand des IC-Chips (1) vorslehl, und daB 
der vorstehende Abschnitl des Blalts (4) und das pa- 
stenartige Klebmittel (3) eine Wulsl (31) urn den Um- 
fangsrand des IC-Chips (1) heruni bilden, wobei die 
Wulsl (31 ) eine Hohe aufweist, die groBer isl als die 
Hohenlage der einen Oberflache des IC-Chips (1), je- 
doch kleiner isl. als die Hohenlage einer weileren Ober- 
flache des IC-Chips. die auf der entgegengesetzi zu der 
einen Oberflache liegenden Seile des IC-Chips (1) an- 
geordnei isl. 

23. Halbleiteranordnung nach einem der Anspruche 
17 bis 22, dadurch gekennzeichnet, daB leitende Parti- 
kel, die in dem Blatt (4) enthalten sind, und leilende 
Partikel, die in dem pasienaitigen Klebnuttel (3) ent- 
halten sind, im wesenllichen den gleichen Durchmes- 
ser aufweisen. 

24. Halbleiteranordnung nach einem der Anspruche 
17 bis 23, dadurch gekennzeichnet, daB der IC-Chip (1) 
passive Elemente enthalt, die mil dem Substrat (5) 
durch das Blatt (4) und das pastenarlige Klebmittel (3) 
verbunden sind. 
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25. Vcriahrcn nach rincm dcr Anspruchc 1 bis 15. da- 
durch ^ckcnnzcichncu duB mil dem K'-Chip (1) pas- 
sive Klcmcnic mil deni Suhsirui (5) durch das Ulan (4) 
und das paslenarlige Klcbmiltcl (3) verbunden werden. 
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Aus einem anisotropen leitenden Film (49) wird ein Blatt 
herausgeschnitten, dessen Grdfce groSer ist als diejenige der zu 
verbindenden Qberflache eines IC-Chips (1) 



Das geschnittene Blatt wird auf ein Muster angeordnet, ..as an 
einem zu verbindenden Substrat {5) ausgebildet ss 



Das geschnittene und auf dem Muster angeordnete Blatt wird zur 
temporaren Verbindung vorerwarmt 



Eine geeignete Menge von pastenanigen Klebrnittel (3) wird auf 
eine Qberflache des Blatts aufgebracht 



Das Substrat (5) wird an einem Werktisch einer Flipchip- 
Verbindungseinrichtung befestigt 

1 

Die Flipchip-Verbindungseinrichtung erfaBt die Position des zu 
verbindenden Musters 



▼ 

Ein IC-Chip (1) wird auf dem Substrat (5) angebracht, wobei an 
dem IC-Chip {1> ausgebildete Kontakthocker (2) unter Ausrichtung 
mit der Position des zu verbindenden Musters nach unten weisen 



Der IC-Chip {1) wird durch die Flipchip-Verbindungseinrichtung 
unter Warme- und Druckeinwirkung mit dem Substrat verbunden 
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